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5.AB拡散 n型 CdTeとリンドー プP型 CdTeの電気伝導現象について述べ,とくに後者における
不純物伝導現象を見出し,それが中間濃度領域の不純物伝導現象であることを明らかにするとともに,従
来不明であったアクセプター不純物 リンのイオン化エネルギーを求めた｡
6.AB気相拡散法により製作した CdTep-n接合の容量特性を測定解析して,この接合が階段形にな
ること,接合のp側過剰アクセプタ濃度は従来より約 5倍高い値を示すこと,および容量の低温領域にお
ける周波数分散現象などを見出しそれら現象の原因を明らかにした｡
7.上記 CdTep-n接合のTSCAP測定により,接合部に存在する深い トラップのエネルギー準位とそ
の濃度を求めた｡
8.上記 CdTep-n接合の電流輸送機構の理論的解析を行って,低温領域における順および逆方向電流
について定量的に説明することに成功した｡
9.AB気相拡散法で製作した発光ダイオードの発光特性の測定解析を行って, 種々の発光モデルを用
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いて定量的に説明するとともに,外部量子効率の測定を行い,これと発光センターやキラーセンターとの
相関を明らかにし,さらにCdTe発光ダイオードの効率改善方法について検討を加えた0
これを要するに本論文は,Ⅰ-Ⅵ族化合物半導体におけるⅢa族元素の気相拡散法を開発し,さらにAB
気相拡散法を用いて CdTep-n接合を製作し,その電気的および光学的諸特性に対する詳細な実験的 ･
理論的解析を行って多くの新しい知見を提供したものであって,学術上 ･実際上貢献するところが少なく
ない｡
よって,本論文は工学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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